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Tytut osiggniecia naukowego

Jako ,0siggniecie naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia
doktora, stanowigce znaczacy wkfad w rozwodj okreslonej
dyscypliny naukowej”, w dyscyplinie elektronika, wskazuje
cykl 11 publikacji powigzanych tematycznie, pod zbiorczym
tytutem:

Modelowanie elementow pracujgcych w systemach
energoelektronicznych z uwzglednieniem elektrycznych
i termicznych efektow pasozytniczych.
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Opracowanie i implementacja nieliniowych modeli
termicznych wybranych diod Schottky'ego z weglika krzemu
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[H1] Janke W., Hapka A., Nonlinear Thermal Characteristics of Silicon Carbide Devices,
Materials Science and Engineering: B, Vol. 176, Issue 4, 2011, pp. 289-292.
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[H1] Janke W., Hapka A., Nonlinear Thermal Characteristics of Silicon Carbide Devices,
Materials Science and Engineering: B, Vol. 176, Issue 4, 2011, pp. 289-292.
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Opracowanie i implementacja elektro-termicznych modeli
diod Schottky'ego i tranzystorow MOSFET z weglika krzemu -
do symulacji nieizotermicznych charakterystyk pragdowo-
napieciowych oraz elektro-termicznych stanow
przejsciowych z uwzglednieniem efektu samonagrzewania
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[H3] Janke W., Hapka A., Oleksy M., DC characteristics of the SiC Schottky diodes, Bulletin of
the Polish Academy of Sciences, Vol. 59, No.2, 2011, pp. 183-188.
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ReolQ] [ 0o[1/K] [0 [1/K] |o,[1/K?] | 1s[A] N VgoIV]I | D TolK]

CSD01060 | 0.42 0.0172 |0.0072 |4.7-10> |3-10% 1.15 |1.174 |2.55 |298

CSD04060 | 0.085 |0.0165 |0.0065 |(4.7-10° |22-10*> |1.15 |1.174 1.83 | 298

[H3] Janke W., Hapka A., Oleksy M., DC characteristics of the SiC Schottky diodes, Bulletin of
the Polish Academy of Sciences, Vol. 59, No.2, 2011, pp. 183-188.
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[H8] Hapka A., Janke W., Krasniewski J., Oleksy M., Charakterystyki DC tranzystorow MOSFET
SiC oraz Si pracujgcych w obszarze silnego przewodzenia w szerokim zakresie temperatur,
Elektronika - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 9/2012, str. 98-101.
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Okreslenie wptywu warunkow pracy (temperatura otoczenia,
odprowadzanie ciepta) na charakterystyki nieizotermiczne
oraz parametry krytyczne diod MPS (Merged PiN Schottky)

z weglika krzemu oraz tranzystorow MOSFET z weglika
krzemu i z krzemu
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[H3] Janke W., Hapka A., Oleksy M., DC characteristics of the SiC Schottky diodes, Bulletin of
the Polish Academy of Sciences, Vol. 59, No.2, 2011, pp. 183-188.
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[H3] Janke W., Hapka A., Oleksy M., DC characteristics of the SiC Schottky diodes, Bulletin of
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Opracowanie i implementacja rzeczywistych modeli
wybranych elementéw pasywnych - z uwzglednieniem
elektrycznych i termicznych efektow pasozytniczych
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CromlF] R IMQ] R, [MQ] R [MQ] Cy[uF]  [Co[uF]  [C5[uF]  [Ly[nH]  RImQ] [C[uF]  [L[nH]
A 470 68 24 A5 29 183 218 0,85 80 132 0,85
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[H9] Hapka A., Modelowanie efektow pasozytniczych w kondensatorach polimerowych,
Przeglad Elektrotechniczny, R. 90, Nr 9/2014, str. 33-37.
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Opracowanie i implementacja technik symulac;ji
elektrycznych i elektro-termicznych standw przejsciowych
oraz charakterystyk czestotliwosciowych w wybranych
elementach mocy oraz systemach energoelektronicznych —
z uwzglednieniem elektrycznych i termicznych efektow
pasozytniczych

Blok gtéwny przetwornicy typu BUCK
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[H1] Janke W., Hapka A., Nonlinear Thermal Characteristics of Silicon Carbide Devices,
Materials Science and Engineering: B, Vol. 176, Issue 4, 2011, pp. 289-292.
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Podsumowanie

Poprzez przeprowadzenie omowionych badan rozpoznatam
i zamodelowatam elektryczne i termiczne efekty
pasozytnicze w wybranych elementach wykorzystywanych
w systemach energoelektronicznych, przy jednoczesnym
zapewnieniu tatwej implementacji powstatych modeli
w roznego typu symulacjach wspomagajacych proces
projektowania konwerterow mocy.



Przed uzyskaniem stopnia Po uzyskaniu stopnia doktora
doktora

Artykuty w czasopismach z bazy JCR - 8
Artykuty w czasopismach innych niz ujete w
bazie JCR - 11
Artykuty w materiatach konferencyjnych

16 18
Wygtoszenie referatu na miedzynarodowych i
krajowych konferencjach naukowych 13 14

* Sumaryczny Impact Factor wszystkich prac: 6,8

* H-Index: 3 (WoS), 4 (Scopus), 6 (Google Scholar)

* Liczba cytowan: 22/19(bezautocytowan) (\\/gS)
40/32(bez autocytowan) (Scopus)
64/44bezautocytowan) (Google Scholar)

Sumaryczny Impact Factor prac wchodzgcych w sktad osiggniecia: 6,604

Kierownik projektow: 3, w tym 1 przed uzyskaniem stopnia doktora.
Wykonawca w projektach: 6, w tym 2 przed uzyskaniem stopnia doktora.




